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Biolek ve digerleri tarafindan 2008 yilinda yayinlanan bir ¢alismada, i¢ yap1 verilmeksizin
cok sayida aktif devre eleman1 Onerilmistir [1]. Cesitli arastirmacilar s6z konusu yayindaki
onerileri temel alan i¢ yap1 bloklarim1 ve uygulama devreleri olusturarak literatiire
yansitmiglardir [2-5]. Bunlardan biri de Sekil-1’de devre sembolii ve blok semasi verilen ZC-
VDTA (Z-Copy Voltage Differencing Transconductance Amplifier, Z kopyal gerilim farki alan
gecis iletkenligi kuvvetlendiricisi) elemamdir. Elemanin tanim bagintilar asagidaki matrisel
bagintiyla verilmistir.
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Bu projede CMOS ZC-VDTA elemani tasarlanacak ve Sekil-2’de gosterilmis olan endiiktans
benzetimi devresi uygulamasi gerceklestirilecek, daha sonra Sekil-3 deki yap1 kurularak aktif
centik stizgeci yapisi olusturulacaktir. Siizgecin kesim frekansi 5sMHz olacaktir,

Bloklarin saglamasi gereken o6zellikler asagida belirtilmistir:

- Uc empedanslari: Rz, Rzc, Rx+, Rx- = 50 MQ,

- Gecis iletkenligi gm < 250pA/V

- Gecis iletkenligi band genisligi: fomaas = 50 MHz,

- Gecis iletkenligi kuvvetlendiricisi kutuplama akimi < 150 pA

- Gecis iletkenligi kuvvetlendiricisi yiikselme egimi 150pA kutuplama akiminda SR = 5V/usn

CMOS ZC-VDTA devresi tasarim

a- 0.35um (veya 0.18um) CMOS teknolojisini kullanarak devrenin i¢ yapisini
tasarlayiniz. Verilen sartlar1 saglayacak sekilde MOS transistorlarin boyutlarim
belirleyiniz.
SPICE benzetim program yardimiyla

b- Devrenin temel DC karakteristiklerini ¢ikartimz. Gegis iletkenligi bloku DC gecis
karakteristigi icin kutuplama akimini degistirerek (parametre alarak),
islemlerinizi her bir kutuplama akimi icin tekrarlayiniz.

c- Devrenin AC karakteristiklerini ¢ikartiniz. Bunun i¢in gm gecis iletkenliginin modiil
ve fazinin frekansla degisimini (kutuplama akimini parametre alarak),

d- giris ve cikis uclarina iliskin empedanslarin frekansla degisimlerini (gm gecis
iletkenligi blokunda kutuplama akimimi1 parametre alarak) inceleyiniz.

Endiiktans benzetimi devresi Tasarimi

a- Sekildeki yiizen endiiktans benzetimi devresini tasarladigimiz ZC-VDTA elemani ile
olusturunuz.



SPICE program yardimiyla

b- Endiiktans degerinin kutuplama akimlari ile degisimini inceleyiniz.

c- Endiiktans devresinin ¢calisma araligini inceleyiniz.

d- Olusturdugunuz endiiktans benzetimi devresini kullanarak, Sekil-3’deki centik siizgec
devresini kurunuz, frekans yanitim1 ve zaman bolgesi yanitimm SPICE program
yardimiyla inceleyerek ideal devre karakteristikleri ile karsilastiriniz.

e- Elde ettiginiz tiim sonuclar irdeleyerek yorumlayiniz., hedefe ulasip ulasamadiginizi

arastiriniz.
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Sekil-1. (a) ZC-VDTA devre sembolii, (b) ilkesel i¢ yap1
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Sekil-2. ZC-VDTA tabanl endiiktans benzetimi devresi
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3 dB kesim frekans1 5 MHz olan iigiincii derece eliptik siizgec icin siizgec eleman degerleri:

Leg=56.5uH, R;= R, =10k, C;=C3=3.039pF, C.=0.232pF.

Sekil-3. ZC-VDTA tabanli ¢entik siizgec yapisi.
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Onemli Not: Notlarin son verilme tarihi otomasyon t  arafindan saptanmakta, bu tarihten sonra
sistem notlarin giri sine kapatiimaktadir. Notlarin son girilme tarihi 1 Haziran 2014 olarak
belirlenmi stir. Bu nedenle, dngodrulen ddev teslim tarihi olan 29 Mayis 2014 gunudnun hicbir
sekilde a silmamasi gerekmektedir. Aradaki giinler de  gerlendirme evresine ayrilmi  stir.



